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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов необходимого минимума 

знаний в области физико-математических моделей, численных методов и вычислительных 

алгоритмов, применяемых при математическом моделировании элементной базы 

современных ИС, и выработке первоначальных практических навыков использования 

современных индустриальных средств моделирования полупроводниковых приборов и 

элементов межсоединений на примере программных продуктов компании Synopsys. 

В задачи дисциплины входит: изучение математических моделей, численных 

методов и алгоритмов для определения параметров элементов ИС; изучение этапа 

математического моделирования элементной базы при проектировании ИС и основных 

задач, решаемых на этом этапе; формирование навыков по проведению вычислительных 

экспериментов с целью расчета электрофизических характеристик полупроводниковых 

приборов и элементов межсоединений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

Входные требования к дисциплине: изучение дисциплины базируется на 

следующих ранее изучаемых дисциплинах: физика, математический анализ, численные 

методы, квантовая механика, твердотельная электроника. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные математические модели и алгоритмы, инструменты и методы 

математического моделирования приборных структур. 

Уметь анализировать математические модели с использованием САПР. 

Иметь опыт использования и апробации математическое и алгоритмическое 

обеспечение САПР для моделирования приборных структур. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает три модуля: 

1. Математическое моделирование полупроводниковых приборов. 

2. Численные методы решения задач моделирования полупроводниковых приборов. 

3. Моделирование пассивных элементов ИС. 
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